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Abstrak 

 
Fluorine doped tin oxide (FTO) menjadi salah satu komponen penting dalam dye 

sensitized solar cell (DSSC). Hambatan listrik yang rendah dan transmitansi cahaya 

yang tinggi adalah syarat utama FTO. Pembuatan FTO menggunakan metode deposisi 

spray pyrolysis menggunakan ultrasonic nebulizer. Konsentrasi larutan SnCl2 dan 

temperatur sintering kaca divariasikan pada konsentrasi 0,3 sampai 0,9 M dan dari 

temperatur 400 sampai 500 °C. Tujuan dari penelitian ini adalah menghasilkan FTO 

dengan hambatan listrik rendah dan transmitansi cahaya yang tinggi yang dapat 

digunakan sebagai elektroda sel surya tersensitisasi pewarna, mengetahui karakteristik 

FTO yang mempunyai hambatan listrik rendah dan transmitansi yang tinggi, dan untuk 

menghasilkan dan mengetahui performa dari prototype dari DSSC. Ukuran substrat 

kaca yang digunakan adalah 10 cm x 10 cm. Morfologi fisik, kekristalan 

dikarakterisasi dengan Scanning Electron Microscope dan X-Ray Difraction. 

Transmitansi cahaya dan hambatan listrik diukur dengan UV-Vis spectrophotometer, 

dan 4-point probe. Dari hasil uji SEM diketahui bahwa FTO mempunyai ketebalan 

858 nm dan ukuran butir 358 nm. Hasil dari penelitian ini diperoleh FTO yang  paling 

optimal pada variasi konsentrasi 0,7 M dengan temperatur sintering 400 °C dengan 

nilai rata-rata hambatan listrik 14,76 Ω dan nilai transmitansi FTO 81,41%. Hambatan 

listrik di bawah 30 Ω terjadi 97% dari luasan kaca. Karakteristik FTO yang dihasilkan 

memenuhi persyaratan sebagai bahan kaca konduktif transparan sel surya jenis DSSC. 

Aplikasi FTO pada DSSC menghasilkan efisiensi sebesar 0,786%. 

 

Kata kunci: Fluorine doped tin oxide, hambatan listrik, transmitansi cahaya, DSSC, 

efisiensi. 
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Study of Effect of Precursor Concentration and Sintering Temperature on The 

Transmitance and The Electrical Resistance of Conductive Glass as a 

Component Dye Sensitized Solar cells 
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Surakarta, Indonesia 
E-mail: ahmadarifsantoso@yahoo.com 

 

Abstract 

 
The Fluorine Doped Tin Oxide (FTO) is an important component in Dye-sensitized 

solar Cells (DSSCs). The low electrical resistance and high transmittance are the 

main requirements of FTO. The manufacturing of FTO used a method of spray 

pyrolysis by using an ultrasonic nebulizer. The concentration of SnCl2 solution and 

the sintering temperature of glass were varied at ranging from 0,3 to 0,9 M and from 

400 to 500 °C, respectively. The purposes of this research are to produce FTO with 

the low electrical resistance and high transmittance for the electrode of Dye-

sensitized solar cells, to know the characteristic of FTO having the low electrical 

resistance and high transmittance, to produce and to know the performance of the 

prototype of DSSC. The size of glass substrate is 10 cm x 10 cm. The physical 

morphology and the cristallinity were characterized by Scanning Electron Microscope 

and X-Ray Difraction. The light transmittance and the electrical resistance were 

measured by UV-Vis spectrophotometer and 4-point probe. The test results of SEM 

show that the FTO has a thickness of 858 nm and a grain size of 358 nm. The 

optimum properties of FTO are achieved at the precursor concentration of 0.7 M and 

the sintering temperature of 400 °C. The optimum value of electrical resistance is 

14.76 Ω and the optimum value of transmittance is 81.41%. The electrical resistance 

less than 30 Ω occurs in 97 % of the glass area. The resulted characteristics of FTO 

qualify the requirement for the material of Transparent Conductive Oxide of DSSCs. 

The DSSC manufactured by the FTO with optimum properties has efficiency 

0.786%. 

Keyword: Fluorine doped tin oxide, electrical resistance, light transmittance, DSSC, 

efficiency. 
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